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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component comprising an optoelectronic semiconductor chip which is
shaped at least partially by a moulded body. A front side of the moulded body is covered, at least in sections, by a reflecting film.
One section of the reflecting film is closed between the optoelectronic semiconductor chip and the moulded body.

(57) Zusammenfassung: Ein optoelektronisches Bauelement umfasst einen optoelektronischen Halbleiterchip, der zumindest
teilweise durch einen Formkd&rper umformt ist. Eine Vorderseite des Formkoérpers ist zumindest abschnittsweise durch eine
reflektierende Folie bedeckt. Ein Abschnitt der reflektierenden Folie ist zwischen dem optoelektronischen Halbleiterchip und dem
Formkérper eingeschlossen.
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OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZU SEINER
HERSTELLUNG

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches
Bauelement gemadll Patentanspruch 1 sowie ein Verfahren zum
Herstellen eines optoelektronischen Bauelements gemal Pa-

tentanspruch 5.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2015 105 486.8, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Aus der DE 10 2009 036 621 Al ist ein Verfahren zur Herstel-
lung optoelektronischer Bauelemente bekannt, bei dem opto-
elektronische Halbleiterchips in einen Formkdrper eingebettet
werden, der alle Seitenfldchen der optoelektronischen Halb-
leiterchips bedeckt. Ober- und Unterseiten der optoelektroni-
schen Halbleiterchips bleiben frei. Gemeinsam mit den opto-
elektronischen Halbleiterchips konnen elektrische Durchkon-

takte in den Formkdrper eingebettet werden.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
optoelektronisches Bauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe
wird durch ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 geldst. Eine weitere Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum Herstellen
eines optoelektronischen Bauelements anzugeben. Diese Aufgabe
wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 5
geldst. In den abhdngigen Anspriichen sind verschiedene Wei-

terbildungen angegeben.

Ein optoelektronisches Rauelement umfasst einen optoelektro-
nischen Halbleiterchip, der zumindest teilweise durch einen

Formk&érper umformt ist. Eine Vorderseite des Formkdrpers ist
zumindest abschnittsweise durch eine reflektierende Folie be-

deckt. Ein Abschnitt der reflektierenden Folie ist zwischen
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dem optoelektronischen Halbleiterchip und dem Formkdrper ein-

geschlossen.

Die die Vorderseite des Formkdrpers zumindest abschnittsweise
bedeckende reflektierende Folie kann die Reflektivitdt der
Vorderseite des Formkdrpers dieses optoelektronischen Bauele-
ments vorteilhafterweise erhdhen. Dadurch werden durch Ab-
sorption an der Vorderseite des Formkérpers bewirkte Licht-
verluste bei diesem optoelektronischen Bauelement vorteilhaf-
terweise reduziert, wodurch das optoelektronische Bauelement

eine hohe Effizienz aufweisen kann.

Durch den Einschluss eines Abschnitts der reflektierenden Fo-
lie zwischen dem optoelektronischen Halbleiterchip und dem
Formk&érper wird erreicht, dass die reflektierende Folie bis
unmittelbar an eine Strahlungsemissionsflidche des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips heranreicht, diese jedoch nicht be-
deckt. Hierdurch wird vorteilhafterweise eine optimale Bede-
ckung der Vorderseite des Formkdrpers dieses optoelektroni-
schen Bauelements erreicht. Die prazise relative Ausrichtung
zwischen der Strahlungsemissionsflache des optoelektronischen
Halbleiterchips und der reflektierenden Folie kann sich dabei
wahrend der Herstellung des optoelektronischen Bauelements

vorteilhafterweise selbstjustierend ergeben.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
bildet der Formkorper an seiner Vorderseite einen Reflektor,
der iUber eine Vorderseite des optoelektronischen Halbleiter-
chips erhaben ist. Dabei ist der Reflektor zumindest ab-
schnittsweise durch die reflektierende Folie bedeckt. Der
durch den FormkOrper dieses optoelektronischen Bauelements
gebildete Reflektor kann eine Bindelung einer durch das opto-
elektronische BRauelement abgestrahlten elektromagnetischen
Strahlung bewirken. Durch die zumindest abschnittsweise Bede-
ckung des Reflektors durch die reflektierende Folie weist der
Reflektor dieses optoelektronischen Bauelements vorteilhaf-

terweise glnstige Reflexionseigenschaften auf.
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In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
sind eine Vorderseite und eine Riickseite des optoelektroni-
schen Halbleiterchips nicht durch den Formkdrper bedeckt.
Dadurch wird vorteilhafterweise eine elektrische Kontaktie-
rung von an der Vorderseite und/oder der Rickseite des opto-
elektronischen Halbleiterchips angeordneten elektrischen Kon-
taktfldchen des optoelektronischen Halbleiterchips erleich-
tert.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der FormkoOrper einen elektrisch leitenden Durchkontakt
auf, der sich von der Vorderseite zu einer Rilickseite des
Formk&rpers erstreckt. Dabei besteht eine elektrisch leitende
Verbindung zwischen einer an einer Vorderseite des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips angeordneten elektrischen Kontakt-
fldche des optoelektronischen Halbleiterchips und dem
elektrisch leitenden Durchkontakt. Vorteilhafterweise ermdg-
licht der elektrisch leitende Durchkontakt dieses optoelekt-
ronischen Bauelements eine elektrische Kontaktierung der an
der Vorderseite des optoelektronischen Halbleiterchips ange-
ordneten elektrischen Kontaktfliche des optoelektronischen
Halbleiterchips an der Riuckseite des Formkdrpers. Dadurch
kann sich das optoelektronische Rauelement beispielsweise als
SMD-Bauelement fir eine Oberfldchenmontage eignen, bei-
spielsweise fliir eine Oberfldchenmontage durch Wiederauf-

schmelzldoten (Reflow-Loten).

Ein Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen BRauele-
ments umfasst Schritte zum Bereitstellen eines Tragers mit
einer Oberseite, die einen erhabenen und einen vertieften Be-
reich aufweist, zum Anordnen eines optoelektronischen Halb-
leiterchips zwischen dem erhabenen Bereich der Oberseite des
Tragers und einer reflektierenden Folie, wobei eine Vorder-
seite des optoelektronischen Halbleiterchips dem Trager und
eine Rickseite des optoelektronischen Halbleiterchips der re-
flektierenden Folie zugewandt werden, zum Ausbilden eines
Formk&érpers an einer von dem optoelektronischen Halbleiter-

chip abgewandten Rickseite der reflektierenden Folie, wobei
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der optoelektronische Halbleiterchip zumindest teilweise

durch den Formkérper umformt wird, wobei ein Abschnitt der
reflektierenden Folie zwischen dem optoelektronischen Halb-
leiterchip und dem Formkdrper eingeschlossen wird, und zum
Ablosen des Formkérpers, der reflektierenden Folie und des
optoelektronischen Halbleiterchips von der Oberseite des Tra-
gers, wobei zumindest ein Teil der reflektierenden Folie an

einer Vorderseite des Formkdrpers verbleibt.

Vorteilhafterweise erméglicht dieses Verfahren die Herstel-
lung eines optoelektronischen Bauelements mit einem Formkdr-
per, dessen Vorderseite zumindest abschnittsweise durch die
reflektierende Folie bedeckt ist. Dadurch weist die Vorder-
seite des Formkdrpers des durch das Verfahren erhdaltlichen
optoelektronischen Bauelements eine hohe Reflektivitat auf,
wodurch durch Absorption an der Vorderseite des Formkdrpers

bedingte Lichtverluste reduziert werden.

Dadurch, dass wahrend des Ausbildens des Formkérpers ein Ab-
schnitt der reflektierenden Folie zwischen dem optoelektroni-
schen Halbleiterchip und dem Formkorper eingeschlossen wird,
ergibt sich eine prazise Ausrichtung der reflektierenden Fo-
lie und des optoelektronischen Halbleiterchips zueinander, in
der die reflektierende Folie unmittelbar an eine Strahlungs-
emissionsflache des optoelektronischen Halbleiterchips heran-
reicht, ohne diese zu bedecken. Diese pradzise Ausrichtung

ergibt sich bei diesem Verfahren vorteilhafterweise automa-
tisch und selbstjustierend, was eine einfache und kostenglins-

tige Durchfithrung des Verfahrens ermdglicht.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der Formkorper
so ausgebildet, dass die Vorderseite des Formkdrpers die
Oberseite des Tragers zumindest teilweise abformt. Die Aus-
bildung der Oberseite des bei diesem Verfahren verwendeten
Tragers mit einem erhabenen und einem vertieften Rereich er-
moglicht es dadurch vorteilhafterweise, die Vorderseite des
Formk&érpers des durch dieses Verfahren erhdltlichen opto-

elektronischen Bauelements dreidimensional zu modellieren.
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Dabei ergibt sich die Vorderseite des Formkdrpers zumindest
abschnittsweise und ndherungsweise als Negativ der Form der
Oberseite des Tragers. Dadurch wird es beispielsweise ermog-
licht, die Vorderseite des Formkdrpers des durch dieses Ver-
fahren erhdltlichen optoelektronischen Bauelements als Re-
flektor auszubilden, der eine Biindelung einer durch das opto-
elektronische BRauelement abgestrahlten elektromagnetischen

Strahlung bewirken kann.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der Formkorper
so ausgebildet, dass die Vorderseite des optoelektronischen
Halbleiterchips nicht durch das Material des FormkOrpers be-
deckt wird. Dadurch kann an der Vorderseite des optoelektro-
nischen Halbleiterchips emittierte elektromagnetische Strah-
lung vorteilhafterweise von dem durch das Verfahren erhaltli-
chen optoelektronischen Bauelement abgestrahlt werden. AuBer-
dem wird es vorteilhafterweise ermdglicht, eine eventuell an
der Vorderseite des optoelektronischen Halbleiterchips ange-
ordnete elektrische Kontaktflache des optoelektronischen
Halbleiterchips zu kontaktieren. Dadurch, dass die Vordersei-
te des optoelektronischen Halbleiterchips bereits wadhrend des
Ausbildens des Formkdrpers nicht durch das Material des Form-
korpers bedeckt wird, ist es vorteilhafterweise nicht erfor-
derlich, die Vorderseite des optoelektronischen Halbleiter-

chips nach dem Ausbilden des Formkdrpers freizulegen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird die reflektie-
rende Folie vor dem Ausbilden des Formkorpers stoffschliissig
mit der Rickseite des optoelektronischen Halbleiterchips ver-
bunden. Vorteilhafterweise kann die reflektierende Folie bei
dem durch das Verfahren erhaltlichen optoelektronischen Bau-
element dann als Riickseitenmetallisierung des optoelektroni-
schen Halbleiterchips dienen. Das stoffschliissige Verbinden
der reflektierenden Folie mit der Riickseite des optoelektro-
nischen Halbleiterchips kann beispielsweise durch ein dem
Waferbonden, dem LaserschweiBen oder dem ReibschweiRen ahnli-

ches Verfahren erfolgen.
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In einer Ausfihrungsform des Verfahrens weist der Trager min-
destens eine Offnung auf, durch die die reflektierende Folie
vor dem Ausbilden des Formkdrpers an die Oberseite des Tra-
gers angesaugt wird. Vorteilhafterweise kann hierdurch eine
besonders gute Abformung der Oberseite des Tragers durch die
Vorderseite des Formkdrpers erreicht werden. Insbesondere
kann durch das Ansaugen der reflektierenden Folie an die
Oberseite des Tragers eine blasenfreie Anordnung der reflek-
tierenden Folie an der Vorderseite des Formkdrpers des durch
das Verfahren erhdltlichen optoelektronischen Rauelements si-

chergestellt werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens weist die reflektie-
rende Folie mindestens eine Offnung auf. Dabei gelangt wah-
rend des Ausbildens des Formkorpers ein Teil des Materials
des Formkdérpers durch die Offnung der reflektierenden Folie.
Hierdurch wird die reflektierende Folie im Bereich der Off-
nung der reflektierenden Folie in dem Formkdrper verankert,
wodurch eine besonders stabile Verbindung zwischen der re-
flektierenden Folie und der Vorderseite des Formkdrpers des
durch das Verfahren erhdaltlichen optoelektronischen Bauele-

ments erreicht werden kann.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst dieses einen
weiteren Schritt zum Anordnen eines wellenlangenkonvertieren-
den Materials lber der Vorderseite des optoelektronischen
Halbleiterchips. Das wellenlangenkonvertierende Material kann
beispielsweise in ein Matrixmaterial, beispielsweise ein Si-
likon, eingebettete wellenladngenkonvertierende Partikel auf-
weisen. Das wellenldngenkonvertierende Material kann dazu
vorgesehen sein, von dem optoelektronischen Halbleiterchip
des durch das Verfahren erhaltlichen optoelektronischen Bau-
elements emittierte elektromagnetische Strahlung zumindest
teilweise in elektromagnetische Strahlung einer anderen, ty-

pischerweise groReren, Wellenlange zu konvertieren.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens weist die reflektie-

rende Folie einen elektrisch leitenden ersten Folienabschnitt
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und einen gegen den ersten Folienabschnitt isolierten
elektrisch leitenden zweiten Folienabschnitt auf. Vorteilhaf-
terweise kann die reflektierende Folie bei dem durch das Ver-
fahren erhaltlichen optoelektronischen Bauelement dann auch
zur elektrischen Verdrahtung des optoelektronischen Bauele-

ments dienen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens ist an der Rluckseite
des zweiten Folienabschnitts der reflektierenden Folie ein
elektrisch leitendes Element angeordnet. Dabei wird der Form-
korper so ausgebildet, dass das elektrisch leitende Element
nach dem Ausbilden des Formkdrpers an einer Riickseite des
Formk&érpers zuganglich ist. Aulerdem wird nach dem Abldsen
von dem Trager ein weiterer Schritt durchgefihrt zum Anlegen
einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen einer an der
Vorderseite des optoelektronischen Halbleiterchips angeordne-
ten elektrischen Kontaktfldche des optoelektronischen Halb-
leiterchips und dem elektrisch leitenden Element. Vorteilhaf-
terweise stellt das elektrisch leitende Element bei dem durch
das Verfahren erhdltlichen optoelektronischen Bauelement dann
eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der an der Vor-
derseite des optoelektronischen Halbleiterchips angeordneten
elektrischen Kontaktfliche des optoelektronischen Halbleiter-
chips und der Rluckseite des Formkorpers her. Dies ermdglicht
eine elektrische Kontaktierung des durch das Verfahren er-
haltlichen optoelektronischen Bauelements an der Rickseite
des Formkorpers. Das elektrisch leitende Element kann bereits
unmittelbar nach dem Ausbilden des Formkorpers an der Rick-
seite des Formkdrpers zuganglich sein. Das elektrisch leiten-
de Element kann nach dem Ausbilden des Formkdrpers jedoch
auch durch teilweises Entfernen des Materials des Formkdrpers

an der Riickseite des Formkdrpers zuganglich gemacht werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird ein elektrisch
leitender Via-Chip zwischen der Oberseite des Tragers und dem
zweiten Folienabschnitt der reflektierenden Folie angeordnet
und durch den Formkérper umformt. Aulerdem wird nach dem Ab-

l6sen von dem Trager ein weiterer Schritt durchgefihrt zum
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Anlegen einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen einer
an der Vorderseite des optoelektronischen Halbleiterchips an-
geordneten elektrischen Kontaktflache des optoelektronischen
Halbleiterchips und dem Via-Chip. Der Via-Chip stellt dadurch
bei dem durch das Verfahren erhaltlichen optoelektronischen
Bauelement eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der
an der Vorderseite des optoelektronischen Halbleiterchips an-
geordneten elektrischen Kontaktflache des optoelektronischen
Halbleiterchips und der Rickseite des Formkdrpers bereit, was
eine elektrische Kontaktierung des durch das Verfahren er-
haltlichen optoelektronischen Bauelements an der Rickseite

des Formkérpers ermdglicht.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird ein Via-Chip
zwischen der Oberseite des Tragers und dem zweiten Folienab-
schnitt der reflektierenden Folie angeordnet und durch den
Formk&érper umformt. Dabei wird ein Teil des zweiten Folienab-
schnitts zwischen dem Via-Chip und dem Formkdérper einge-
schlossen. Nach dem Abldsen von dem Trager wird aulerdem ein
Schritt durchgefihrt zum Anlegen einer elektrisch leitenden
Verbindung zwischen einer an der Vorderseite des optoelektro-
nischen Halbleiterchips angeordneten elektrischen Kontaktfla-
che des optoelektronischen Halbleiterchips und dem zweiten
Folienabschnitt. Vorteilhafterweise bildet der zweite Folien-
abschnitt dadurch bei dem durch dieses Verfahren erhaltlichen
optoelektronischen Bauelement eine elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen der an der Vorderseite des optoelektroni-
schen Halbleiterchips angeordneten elektrischen Kontaktflédche
des optoelektronischen Halbleiterchips und der Riickseite des
Formk&rpers. Dies ermdglicht eine elektrische Kontaktierung
des durch das Verfahren erhadltlichen optoelektronischen Bau-

elements an der Rilickseite des FormkoOrpers.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der Trager mit
einem weiteren erhabenen Bereich bereitgestellt. Dabei ist
der vertiefte Bereich zwischen dem erhabenen Bereich und dem
weiteren erhabenen BRereich angeordnet. Der erste Folienab-

schnitt wird in Kontakt mit der Rickseite des optoelektroni-
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schen Halbleiterchips angeordnet. Der zweite Folienabschnitt
wird an dem weiteren erhabenen Bereich anliegend angeordnet.
Nach dem Ablésen von dem Trager wird ein Schritt durchgefihrt
zum Anlegen einer elektrisch leitenden Verbindung zwischen
einer an der Vorderseite des optoelektronischen Halbleiter-
chips angeordneten elektrischen Kontaktfldche des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips und dem zweiten Folienabschnitt.
Vorteilhafterweise stellt der zweite Folienabschnitt bei dem
durch dieses Verfahren erhdltlichen optoelektronischen Bau-
element eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der an
der Vorderseite des optoelektronischen Halbleiterchips ange-
ordneten elektrischen Kontaktfliche des optoelektronischen
Halbleiterchips und der Rickseite des Formkdrpers bereit.
Dies ermdglicht eine elektrische Kontaktierung des optoelekt-

ronischen Bauelements an der Riickseite des Formkorpers.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst dieses weite-
re Schritte zum Freilegen der Riickseite des optoelektroni-
schen Halbleiterchips und zum Anordnen einer Metallisierung
an der Rickseite des optoelektronischen Halbleiterchips. Die
an der Rickseite des optoelektronischen Halbleiterchips ange-
ordnete Metallisierung kann bei dem durch das Verfahren er-
haltlichen optoelektronischen Bauelement zur elektrischen

Kontaktierung des optoelektronischen Bauelements dienen.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens umfasst das Freilegen
der Rickseite des optoelektronischen Halbleiterchips ein Ent-
fernen eines Teils des Formkdrpers an einer Riickseite des
Formk&érpers. Das Entfernen des Teils des Formkorpers kann

beispielsweise durch einen Schleifprozess erfolgen.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung
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Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht eines Tragers mit da-

rauf angeordneten optoelektronischen Halbleiterchips;

Fig. 2 den Trager mit einer uUber den optoelektronischen Halb-

leiterchips angeordneten reflektierenden Folie;

Fig. 3 eine geschnittene Seitenansicht eines iiber dem Trager,
den optoelektronischen Halbleiterchips und der reflektieren-

den Folie ausgebildeten FormkOrpers;

Fig. 4 den Formkérper nach dem Abldsen von dem Trager;

Fig. 5 den Trager nach einem Freilegen der Riickseiten der

optoelektronischen Halbleiterchips;

Fig. 6 den Trager mit an den Riickseiten der optoelektroni-

schen Halbleiterchips angeordneten Metallisierungen;

Fig. 7 den Trager mit Uber den Vorderseiten der optoelektro-
nischen Halbleiterchips angeordnetem wellenlangenkonvertie-

renden Material;

Fig. 8 durch Zerteilen des Formkorpers gebildete optoelektro-

nische Bauelemente:;

Fig. 9 eine Aufsicht auf die Oberseite des Tragers mit darauf
angeordneten optoelektronischen Halbleiterchips, Schutzchips

und Via-Chips;

Fig. 10 eine Aufsicht auf den Tradger nach dem Anordnen der
reflektierenden Folie iiber den optoelektronischen Halbleiter-

chips, Schutzchips und Via-Chips;
Fig. 11 eine Aufsicht auf die an der Vorderseite des Formkdr-

pers angeordnete reflektierende Folie nach dem Ausbilden des

Formkoérpers;
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Fig. 12 eine geschnittene Seitenansicht des Formkdrpers;

Fig. 13 eine weitere Aufsicht auf die Oberseite des Tragers
mit darauf angeordneten optoelektronischen Halbleiterchips

und Schutzchips;

Fig. 14 eine Aufsicht auf die lber den optoelektronischen
Halbleiterchips und den Schutzchips angeordnete reflektieren-

de Folie;

Fig. 15 eine Aufsicht auf die an der Vorderseite des Formkdr-
pers angeordnete reflektierende Folie nach dem Ausbilden des

Formkoérpers;

Fig. 16 eine erste geschnittene Seitenansicht des Formkdr-

pers;

Fig. 17 eine zweite geschnittene Seitenansicht des Formkdr-

pers;

Fig. 18 eine geschnittene Seitenansicht des Tragers gemal ei-

ner weiteren Ausfihrungsform;

Fig. 19 den Trager mit der Uber den optoelektronischen Halb-

leiterchips angeordneten reflektierenden Folie;

Fig. 20 eine geschnittene Seitenansicht des iber dem Trager,
den optoelektronischen Halbleiterchips und der reflektieren-

den Folie ausgebildeten FormkOrpers;

Fig. 21 den Formkodrper nach dem Abldsen von dem Trager;

Fig. 22 den Formkdrper nach dem Anordnen elektrisch leitender

Verbindungen an der Vorderseite des Formkdrpers;

Fig. 23 den Formkdrper nach dem Anordnen wellenlidngenkonver-
tierenden Materials lber den Vorderseiten der optoelektroni-

schen Halbleiterchips; und
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Fig. 24 durch Zerteilen des Formkdrpers gebildete optoelekt-

ronische Bauelemente.

Fig. 1 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht ei-
nes Teils eines Tragers 400. Der Trager 400 weist eine Ober-
seite 401 auf. Die Oberseite 401 kann beispielsweise eine

rechteckige Form oder eine Kreisscheibenform aufweisen.

Die QOberseite 401 des Tragers 400 weist erhabene Bereiche 410
und gegeniiber den erhabenen Bereichen 410 vertiefte Bereiche
420 auf. Dabei bilden die erhabenen Bereiche 410 durch die
vertieften Bereiche 420 umgrenzte Inseln. Die erhabenen Be-
reiche 410 konnen beispielsweise rechteckig oder kreisschei-
benférmig ausgebildet sein. Die vertieften Bereiche 420 bil-
den die erhabenen Bereiche 410 umlaufende Graben. Dabei kon-
nen die vertieften Bereiche 420 beispielsweise V-formige

Querschnitte aufweisen.

An der Oberseite 401 des Tréadgers 400 ist eine Folie 440 ange-
ordnet. Die Folie 440 kann beispielsweise eine beidseitig
klebende Folie sein. Die Folie 440 folgt der Topografie der
Oberseite 401 des Tréadgers 400 und bedeckt sowohl die erhabe-
nen Bereiche 410 als auch die vertieften Bereiche 420. Es ist
zweckmalRig, dass die Folie 440 eine im Vergleich zu den late-
ralen Abmessungen der erhabenen Bereiche 410 und der vertief-
ten Bereiche 420 geringe Dicke aufweist, sodass die Topogra-
fie der Oberseite 401 des Tragers 400 durch die Folie 440 nur

wenig verandert wird.

Uber der Oberseite 401 des Tragers 400 sind optoelektronische
Halbleiterchips 100 auf der Folie 440 angeordnet. Die opto-
elektronischen Halbleiterchips 100 kodnnen beispielsweise

Leuchtdiodenchips (LED-Chips) sein.

Die optoelektronischen Halbleiterchips 100 sind iber den er-
habenen Bereichen 410 des Tragers 400 angeordnet. Im in Fig.

1 dargestellten BReispiel ist iber jedem erhabenen Bereich 410
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der Oberseite 401 des Tragers 400 ein optoelektronischer
Halbleiterchip 100 angeordnet. Es ist allerdings auch mog-
lich, tUber jedem erhabenen Rereich 410 mehr als einen opto-

elektronischen Halbleiterchip 100 anzuordnen.

Jeder optoelektronische Halbleiterchip 100 weist eine Vorder-
seite 101 und eine der Vorderseite 101 gegenliberliegende
Rickseite 102 auf. Die optoelektronischen Halbleiterchips 100
sind so Uber der Oberseite 401 des Tragers 400 angeordnet,
dass die Vorderseiten 101 der optoelektronischen Halbleiter-

chips 100 der Oberseite 401 des Tragers 400 zugewandt sind.

Fig. 2 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
Tragers 400 in einem der Darstellung der Fig. 1 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.

Uber den Riickseiten 102 der iber der Oberseite 401 des Tra-
gers 400 angeordneten optoelektronischen Halbleiterchips 100
ist eine reflektierende Folie 500 angeordnet worden. Die re-
flektierende Folie 500 kann beispielsweise iiber die opto-
elektronischen Halbleiterchips 100 gespannt worden sein. Die
reflektierende Folie 500 weist eine den optoelektronischen
Halbleiterchips 100 zugewandte Vorderseite 501 und eine der
Vorderseite 501 gegeniliberliegende Riickseite 502 auf. Die Vor-
derseite 501 der reflektierenden Folie 500 steht in Kontakt
mit den Riickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips
100. Die optoelektronischen Halbleiterchips 100 sind damit
zwischen der Oberseite 401 des Tragers 400 und der Vordersei-

te 501 der reflektierenden Folie 500 angeordnet.

Die reflektierende Folie 500 weist, zumindest an ihrer Vor-
derseite 501, eine hohe optische Reflektivitat auf. Die re-
flektierende Folie 500 kann beispielsweise als Metallfolie
ausgebildet sein und beispielsweise Aluminium oder Silber
aufweisen. Die reflektierende Folie 500 kann aber auch bei-
spielsweise als Kunststofffolie ausgebildet sein und bei-
spielsweise eine metallische Beschichtung aufweisen, die bei-

spielsweise Aluminium oder Silber aufweist.
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Die reflektierende Folie 500 weist an den Rickseiten 102 der
optoelektronischen Halbleiterchips 100 anliegende Folienab-
schnitte 510 und zwischen den anliegenden Folienabschnitten
510 angeordnete zwischenliegende Folienabschnitte 520 auf.
Die zwischenliegenden Folienabschnitte 520 sind zwischen den
anliegenden Folienabschnitten 510 der reflektierenden Folie

500 gespannt.

Die anliegenden Folienabschnitte 510 der reflektierenden Fo-
lie 500 konnen stoffschliissig mit den Rickseiten 102 der
optoelektronischen Halbleiterchips 100 verbunden sein. Die
stoffschliissige Verbindung zwischen den anliegenden Folienab-
schnitten 510 der reflektierenden Folie 500 und den Riicksei-
ten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips 100 k&nnen
beispielsweise durch ein dem Waferbonden, dem LaserschweiBen
oder dem Reibschweillen dhnliches Verfahren hergestellt worden
sein. Es ist auch moglich, die optoelektronischen Halbleiter-
chips 100 zuerst an der Vorderseite 501 der reflektierenden
Folie 500 anzuordnen und die Riickseiten 102 der optoelektro-
nischen Halbleiterchips 100 stoffschliissig mit den anliegen-
den Folienabschnitten 510 der reflektierenden Folie 500 zu
verbinden, und die reflektierende Folie 500 mit den daran an-
geordneten optoelektronischen Halbleiterchips 100 erst an-
schlieRBend in der in Fig. 2 dargestellten Weise lber der

Oberseite 401 des Tréadgers 400 anzuordnen.

Fig. 3 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
Tragers 400 in einem der Darstellung der Fig. 2 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.

An der von den optoelektronischen Halbleiterchips 100 abge-
wandten Rickseite 502 der reflektierenden Folie 500 ist ein
Formkdrper 600 ausgebildet worden. Das Material des Formkdr-
pers 600 hat die optoelektronischen Halbleiterchips 100 dabei
zumindest teilweise umformt. Die zwischenliegenden Folienab-
schnitte 520 der reflektierenden Folie 500 sind durch das Ma-

terial des Formkérpers 600 in Richtung zur Oberseite 401 des
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Tragers 400 gedriickt worden, sodass zwischen der an der Ober-
seite 401 des Tragers 400 angeordneten Folie 440 und der Vor-
derseite 501 der reflektierenden Folie 500 im Wesentlichen
kein Leerraum verblieben ist. Dies kann dadurch unterstiitzt
worden sein, dass die reflektierende Folie 500 wahrend des
Ausbildens des Formkdrpers 600 durch eine oder mehrere im
Triager angeordnete Offnungen 450 an die Oberseite 401 des
Tragers 400 angesaugt worden ist. Die Offnungen 450 miissen

allerdings nicht zwingend vorhanden sein.

Eine der Oberseite 401 des Tragers 400 zugewandte Vorderseite
601 des Formkdrpers 600 formt die Oberseite 401 des Tréagers
400 mit den erhabenen BRereichen 410 und den vertieften Berei-
chen 420 zumindest teilweise ab, sodass die Vorderseite 601
des Formkorpers 600 ein Negativ der Oberseite 401 des Tragers
400 bildet.

Teile der zwischenliegenden Folienabschnitte 520 der reflek-
tierenden Folie 500 sind zwischen der Vorderseite 601 des
Formkérpers 600 und der an der Oberseite 401 des Tragers 400
angeordneten Folie 440 eingeschlossen worden. Weitere Teile
der zwischenliegenden Folienabschnitte 520 der reflektieren-
den Folie 500 sind zwischen dem Formkorper 600 und den sich
zwischen den Vorderseiten 101 und den Rickseiten 102 der
optoelektronischen Halbleiterchips 100 erstreckenden Seiten-
flanken der optoelektronischen Halbleiterchips 100 einge-
schlossen worden und bilden eingeschlossene Folienabschnitte
530. Die eingeschlossenen Folienabschnitte 530 sind zwischen
den an den Riickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiter-
chips 100 anliegenden Folienabschnitten 510 und den zwischen
der Vorderseite 601 des Formkorpers 600 und der Folie 440 an
der Oberseite 401 des Tragers 400 eingeschlossenen Folienab-

schnitten angeordnet.

Der Formkdrper 600 weist ein elektrisch isolierendes Formma-
terial auf, beispielsweise ein Kunststoffmaterial, insbeson-
dere beispielsweise ein Epoxidharz. Der Formkdrper 600 kann

durch ein Formverfahren (Moldverfahren) ausgebildet worden
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sein, insbesondere beispielsweise durch Spritzpressen (trans-

fer molding) oder durch Formpressen (compression molding).

Im in Fig. 3 gezeigten Beispiel ist eine der Vorderseite 601
gegenliberliegende Riickseite 602 des Formkdrpers 600 Uber den
Rickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips 100 und
den an den Riickseiten 102 anliegenden Folienabschnitten 510
der reflektierenden Folie 500 angeordnet, sodass die an den
Rickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips 100 an-
liegenden Folienabschnitte 510 der reflektierenden Folie 500
durch das Material des Formkdrpers 600 bedeckt sind. Es ist
allerdings ebenfalls méglich, den Formkdrper 600 so auszubil-
den, dass die an den Rickseiten 102 der optoelektronischen
Halbleiterchips 100 anliegenden Folienabschnitte 510 der re-
flektierenden Folie 500 nicht durch das Material des Formkor-
pers 600 bedeckt werden und die Rickseite 602 des Formkdrpers
600 im Wesentlichen biindig mit den an den Rickseiten 102 der
optoelektronischen Halbleiterchips 100 anliegenden Folienab-
schnitten 510 abschlielt.

Fig. 4 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
Formkdorpers 600 in einem der Darstellung der Fig. 3 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.

Der Formkorper 600, die reflektierende Folie 500 und die in
den Formkorper 600 eingebetteten optoelektronischen Halb-
leiterchips 100 sind gemeinsam von der an der Oberseite 401
des Tragers 400 angeordneten Folie 440 abgeldst worden. Die
reflektierende Folie 500 ist dabei an dem Formkorper 600 ver-
blieben. Hierdurch ist die Vorderseite 601 des Formkdrpers
600 zumindest teilweise durch die reflektierende Folie 500
bedeckt.

Da die Vorderseiten 101 der optoelektronischen Halbleiter-
chips 100 wéhrend des Ausbildens des Formkdrpers 600 durch
die an der Oberseite 401 des Tragers 400 angeordnete Folie
440 geschitzt waren, sind die Vorderseiten 101 der optoelekt-

ronischen Halbleiterchips 100 nicht durch das Material des
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Formk&érpers 600 bedeckt worden und liegen nach dem Abldsen
des Formkérpers 600 von der Oberseite 401 des Tragers 400

frei.

Da die Vorderseite 601 des Formkorpers 600 die Oberseite 401
des Tragers 400 abgeformt hat, bildet der Formkdrper 600 an
seiner Vorderseite 601 Reflektoren 610, die iiber die Vorder-
seiten 101 der optoelektronischen Halbleiterchips erhaben
sind. Die Reflektoren 610 sind an der Vorderseite 601 des
Formkérpers 600 durch die reflektierende Folie 500 bedeckt,
wodurch die Reflektoren 610 eine hohe optische Reflektivitat
aufweisen. Jedem optoelektronischen Halbleiterchip 100 ist
ein Reflektor 610 zugeordnet. Der jeweilige Reflektor 610 ist
dazu vorgesehen, von dem optoelektronischen Halbleiterchip
100 an seiner Vorderseite 101 abgestrahlte elektromagnetische

Strahlung zu bindeln.

Fig. 5 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
Formkorpers 600 in einem der Darstellung der Fig. 4 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.

An der Rickseite 602 des Formkorpers 600 ist ein Teil des Ma-
terials des Formkdrpers 600 entfernt worden. Hierdurch sind
die Rickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips 100
freigelegt worden. Dabei sind auch die zuvor an den Riicksei-
ten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips 100 anliegen-
den Folienabschnitte 510 der reflektierenden Folie 500 ent-
fernt worden. Das Freilegen der Rickseiten 102 der optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 100 kann beispielsweise durch einen

Schleifprozess erfolgt sein.

Falls die reflektierende Folie 500 ein elektrisch leitendes
Material aufweist, so miUssen die an den Riuckseiten 102 der
optoelektronischen Halbleiterchips 100 anliegenden Folienab-
schnitte 510 der reflektierenden Folie 500 nicht zwingend
entfernt werden. Insbesondere in dem Fall, dass die an den
Rickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips 100 an-

liegenden Folienabschnitte 510 der reflektierenden Folie 500
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zuvor stoffschlissig mit den Rickseiten 102 der optoelektro-
nischen Halbleiterchips 100 verbunden worden sind, kdénnen die
an den Riickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips
100 anliegenden Folienabschnitte 510 der reflektierenden Fo-
lie 500 ganz oder teilweise an den Riuckseiten 102 der opto-

elektronischen Halbleiterchips 100 verbleiben.

Das Freilegen der Riickseiten 102 der optoelektronischen Halb-
leiterchips 100 bzw. der an den Rickseiten 102 der optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 100 anliegenden Folienabschnitte
510 der reflektierenden Folie 500 kann alternativ auch be-
reits vor dem Abldsen des Formkdrpers 600 von dem Trager 400

erfolgen.

Fig. 6 zeigt eine weitere geschnittene Seitenansicht des
Formkdorpers 600 in einem der Darstellung der Fig. 5 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.

An den Rickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips
100 sind Metallisierungen 700 angeordnet worden. Die Metalli-
sierungen 700 stellen elektrisch leitende Kontakte zu an den
Rickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips 100 an-
geordneten riickseitigen Kontaktflachen 120 her. Die Metalli-
sierungen 700 konnen nach Abschluss der Prozessierung zur

elektrischen Kontaktierung der optoelektronischen Halbleiter-

chips 100 dienen.

Falls die an den Rickseiten 102 der optoelektronischen Halb-
leiterchips 100 anliegenden Folienabschnitte 510 der reflek-
tierenden Folie 500 an den Rickseiten 102 der optoelektroni-
schen Halbleiterchips 100 verblieben sind, so kann das Anord-
nen der Metallisierungen 700 entfallen. In diesem Fall kdnnen
die an den Riickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiter-
chips 100 anliegenden Folienabschnitte 510 der reflektieren-
den Folie 500 die Aufgabe der Metallisierungen 700 iUberneh-

men.
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Die Metallisierungen 700 koénnen auch bereits vor dem Abldsen

des Formkorpers 600 von dem Trager 400 angeordnet werden.

Fig. 7 zeigt eine weitere schematische geschnittene Seitenan-
sicht des Formkdrpers 600 in einem der Darstellung der Fig. 6

zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand.

Uber den Vorderseiten 101 der optoelektronischen Halbleiter-
chips 100 ist ein wellenlangenkonvertierendes Material 710
angeordnet worden. Das wellenlangenkonvertierende Material
710 kann beispielsweise durch ein GieBverfahren (casting),
durch Jetting, durch Sprithen oder durch Aufschleudern aufge-
bracht worden sein. Das wellenlangenkonvertierende Material
710 kann dabei beispielsweise die an der Vorderseite 601 des
Formkdorpers 600 gebildeten Reflektoren 610 ganz oder teilwei-

se auffillen.

Das wellenlangenkonvertierende Material 710 kann beispiels-
weise ein Matrixmaterial, insbesondere beispielsweise ein Si-
likon, und in das Matrixmaterial eingebettete wellenldngen-
konvertierende Partikel aufweisen. Das wellenlidngenkonvertie-
rende Material 710 ist dazu vorgesehen, von den optoelektro-
nischen Halbleiterchips 100 emittierte elektromagnetische
Strahlung zumindest teilweise in elektromagnetische Strahlung
einer anderen, beispielsweise groBeren, Wellenldnge zu kon-
vertieren. Die optoelektronischen Halbleiterchips 100 konnen
beispielsweise dazu ausgebildet sein, elektromagnetische
Strahlung mit einer Wellenld@nge aus dem blauen oder ultravio-
letten Spektralbereich zu emittieren. Das wellenlangenkonver-
tierende Material 710 kann beispielsweise dazu vorgesehen
sein, von den optoelektronischen Halbleiterchips 100 emit-
tierte elektromagnetische Strahlung in elektromagnetische
Strahlung mit einer Wellenldnge aus dem gelben Spektralbe-

reich zu konvertieren.

Das Anordnen des wellenldngenkonvertierenden Materials 710
iber den Vorderseiten 101 der optoelektronischen Halbleiter-

chips 100 kann auch entfallen. Anstelle des wellenld@ngenkon-
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vertierenden Materials 710 kann wahlweise ein anderes Ver-
gussmaterial iiber den Vorderseiten 101 der optoelektronischen

Halbleiterchips 100 angeordnet werden.

Fig. 8 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht des
Formkdorpers 600 in einem der Darstellung der Fig. 7 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.

Der Formkorper 600 ist zerteilt worden, um eine Mehrzahl
optoelektronischer Bauelemente 10 zu erhalten. Jedes opto-
elektronische Bauelement 10 weist einen Abschnitt des Form-
korpers 600 mit einem Reflektor 610 und einem in den Ab-
schnitt des Formkdrpers 600 eingebetteten optoelektronischen
Halbleiterchip 100 auf. Die Abschnitte des Formkdrpers 600
der einzelnen optoelektronischen Bauelemente 10 werden der
Einfachheit halber nachfolgend ebenfalls als Formkdrper 600

bezeichnet.

Falls die optoelektronischen Halbleiterchips 100 der opto-
elektronischen BRauelemente 10 an ihren Vorderseiten 101 vor-
derseitige elektrische Kontaktfldchen aufweisen, so kdnnen in
die Formkérper 600 der optoelektronischen Bauelemente 10
elektrisch leitende Durchkontakte eingebettet werden, um
elektrisch leitende Verbindungen zwischen den vorderseitigen
Kontaktfldchen der optoelektronischen Halbleiterchips 100 und
den Rickseiten 602 der Formkdrper 600 herzustellen. Nachfol-
gend werden anhand der Figuren 9 bis 12, 13 bis 17 und 18 bis
24 verschiedene beispielhafte Moglichkeiten beschrieben, der-
artige Durchkontakte auszubilden. Die nachfolgend beschriebe-
nen Moglichkeiten stellen dabei Varianten des anhand der Fi-
guren 1 bis 8 beschriebenen Herstellungsverfahrens dar und
entsprechen, bis auf die nachfolgend erlduterten Unterschie-
de, dem anhand der Figuren 1 bis 8 beschriebenen Verfahren.
Die verschiedenen, nachfolgend beschriebenen Mdglichkeiten

kénnen auch miteinander kombiniert werden.

Fig. 9 zeigt eine schematische Aufsicht auf einen Teil der

Oberseite 401 des Tragers 400 mit der darauf angeordneten Fo-
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lie 440. Die inselfdrmigen erhabenen Rereiche 410 der Ober-
seite 401 des Tragers 400 sind durch die grabenfdrmigen ver-
tieften Bereiche 420 umgrenzt. Zwischen den einzelnen ver-
tieften Bereichen 420 weist die Oberseite 401 des Tragers 400
im in Fig. 9 gezeigten Beispiel AuBenbereiche 425 auf, deren
Hohe in Richtung senkrecht zur Oberseite 401 der Hohe der er-

habenen Bereiche 410 entspricht.

Uber jedem erhabenen Bereich 410 der Oberseite 401 des Tra-
gers 400 ist jeweils einer der optoelektronischen Halbleiter-
chips 100 angeordnet. Zusatzlich sind liber den Aulenbereichen
425 Schutzchips 200 und Via-Chips 300 angeordnet. Dabei sind
jedem optoelektronischen Halbleiterchip 100 ein Schutzchip
200 und ein Via-Chip 300 zugeordnet.

Die Schutzchips 200 kénnen zum Schutz der optoelektronischen
Halbleiterchips 100 vor einer Beschaddigung durch elektrosta-
tische Entladungen dienen. Die Schutzchips 200 kdnnen bei-
spielsweise Schutzdioden aufweisen. Jeder Schutzchip 200
weist eine Vorderseite 201 und eine der Vorderseite 201 ge-
geniiberliegende Rickseite 202 auf. Die Schutzchips 200 sind
so auf der Folie 440 iber den Aulenbereichen 425 der Obersei-
te 401 des Tragers 400 angeordnet, dass die Vorderseiten 201
der Schutzchips 200 der Oberseite 401 des Tragers 400 zuge-

wandt sind. Die Schutzchips 200 kénnen auch entfallen.

Die Via-Chips 300 weisen jeweils eine Vorderseite 301 und ei-
ne der Vorderseite 301 gegeniiberliegende Riickseite 302 auf.
Jeder Via-Chip 300 ist so auf der Folie 440 iUber einem Aulen-
bereich 425 der Oberseite 401 des Tragers 400 angeordnet,
dass die Vorderseite 301 der Oberseite 401 des Tragers 400

zugewandt ist.

Die Via-Chips 300 kdénnen ein elektrisch leitendes oder ein
elektrisch isolierendes Material aufweisen. Falls die Via-
Chips 300 ein elektrisch leitendes Material aufweisen, so
kénnen sie beispielsweise ein Metall oder ein dotiertes Halb-

leitermaterial aufweisen. Falls die Via-Chips 300 nichtlei-
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tend sind, so kénnen die Via-Chips 300 beispielsweise ein
Glas, einen Kunststoff oder eine Keramik aufweisen. Die Via-
Chips 300 konnen in diesem Fall beispielsweise auch als

nichtleitende Kugeln ausgebildet sein.

Die Schutzchips 200 und die Via-Chips 300 weisen zwischen ih-
ren Vorderseiten 201, 301 und ihren Rickseiten 202, 302 je-

weils eine Dicke auf, die mdglichst genau der Dicke der opto-
elektronischen Halbleiterchips 100 zwischen deren Vordersei-

ten 101 und deren Riickseiten 102 entspricht.

Fig. 10 zeigt eine schematische Aufsicht auf die Oberseite
401 des Tréagers 400 in einem der Darstellung der Fig. 9 zeit-

lich nachfolgenden Bearbeitungsstand.

Die reflektierende Folie 500 ist iUber den Rickseiten 102,
202, 302 der optoelektronischen Halbleiterchips 100, der
Schutzchips 200 und der Via-Chips 300 angeordnet worden.

Im in Fig. 10 gezeigten BReispiel weist die reflektierende Fo-
lie 500 ein elektrisch isolierendes Material auf, beispiels-
weise einen Kunststoff, und ist an ihrer den Chips 100, 200,
300 und der Oberseite 401 des Tragers 400 zugewandten Vorder-
seite 501 abschnittsweise mit einem elektrisch leitenden Ma-
terial, beispielsweise einem Metall, beschichtet. Die reflek-
tierende Folie 500 weist dabei elektrisch leitende erste Fo-
lienabschnitte 540 und elektrisch gegen die ersten Folienab-
schnitte 540 isolierte elektrisch leitende zweite Folienab-
schnitte 550 auf. Jedem Satz eines optoelektronischen Halb-
leiterchips 100, eines Schutzchips 200 und eines Via-Chips
300 ist ein erster Folienabschnitt 540 und ein zweiter Foli-
enabschnitt 550 zugeordnet. Der erste Folienabschnitt 540
steht dabei in Kontakt mit der Riickseite 102 des optoelektro-
nischen Halbleiterchips 100 und der Rickseite 202 des Schutz-
chips 200. Der zweite Folienabschnitt 550 steht in Kontakt
mit der Riickseite 302 des Via-Chips 300.
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Zusatzlich weist die reflektierende Folie 500 im in Fig. 10
gezeigten Beispiel Offnungen 560 auf, die sich zwischen der
Vorderseite 501 und der Rickseite 502 durch die reflektieren-
de Folie 500 erstrecken. Jedem Paar eines ersten Folienab-
schnitts 540 und eines zweiten Folienabschnitts 550 ist eine
Offnung 560 angeordnet. Im in Fig. 10 gezeigten Beispiel ist
die Offnung 560 dabei jeweils zwischen dem ersten Folienab-
schnitt 540 und dem zweiten Folienabschnitt 550 angeordnet.
Die Offnungen 560 kénnten jedoch auch an anderen Positionen

angeordnet sein. Die Offnungen 560 konnen auch entfallen.

Fig. 11 zeigt eine schematische Aufsicht auf die Vorderseite
501 der reflektierenden Folie 500 in einem der Darstellung
der Fig. 10 zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand nach dem
Ausbilden des Formkorpers 600 und dem Abldsen von der an der
Oberseite 401 des Tragers 400 angeordneten Folie 440. Fig. 12
zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht eines
Teils des Formkorpers 600. Dabei verlauft der Schnitt durch
einen der optoelektronischen Halbleiterchips 100 und den dem
optoelektronischen Halbleiterchip 100 zugeordneten Via-Chip
300.

Die reflektierende Folie 500 bedeckt die Vorderseite 601 des
Formkdrpers 600 bis auf jene Bereiche, an denen die Vorder-
seiten 101 der optoelektronischen Halbleiterchips 100, die
Vorderseiten 201 der Schutzchips 200 und die Vorderseiten 301
der Via-Chips 300 freiliegen. Insbesondere bedeckt die re-
flektierende Folie 500 die an den vertieften Bereichen 420
der Oberseite 401 des Tragers 400 gebildeten Reflektoren 610

an der Vorderseite 601 des Formkdrpers 600.

In den Bereichen der Offnungen 560 in der reflektierenden Fo-
lie 500 ist wadhrend des Ausbildens des Formkdrpers 600 ein
Teil des Materials des Formkdérpers 600 durch die Offnungen
560 der reflektierenden Folie 500 gelangt, wodurch Veranke-
rungen 620 gebildet worden sind, an denen die reflektierende
Folie 500 in dem Material des Formkorpers 600 verankert ist.

Dadurch wird erreicht, dass die reflektierende Folie 500 be-
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sonders zuverlassig an der Vorderseite 601 des Formkdrpers
600 befestigt ist.

Im in Fig. 12 gezeigten BRearbeitungsstand sind die an den
Riickseiten 102, 302 des optoelektronischen Halbleiterchips
100 und des Via-Chips 300 angeordneten Folienabschnitte 540,
550 bereits freigelegt worden. Wiederum ware auch eine Ent-
fernung der an den Riickseiten 102, 302 des optoelektronischen
Halbleiterchips 100 und des Via-Chips 300 angeordneten Foli-
enabschnitte 540, 550 und damit ein Freilegen der Riickseite
102 des optoelektronischen Halbleiterchips 100 und der Riick-
seite 302 des Via-Chips 300 ebenfalls moglich.

In einem nachfolgenden Rearbeitungsschritt kann wiederum die
Metallisierung 700 an der Rlckseite 102 des optoelektroni-
schen Halbleiterchips 100 oder an dem an der Rickseite 102
des optoelektronischen Halbleiterchips 100 angeordneten ers-
ten Folienabschnitt 540 angeordnet werden, um die an der
Rickseite 102 des optoelektronischen Halbleiterchips 100 be-
findliche riuckseitige Kontaktflache 120 des optoelektroni-

schen Halbleiterchips 100 elektrisch zu kontaktieren.

Falls der Via-Chip 300 ein elektrisch leitendes Material auf-
weist, so bildet der Via-Chip 300 einen elektrisch leitenden
Durchkontakt 310, der sich von der Vorderseite 601 zur Ruck-
seite 602 des Formkdrpers 600 durch den Formkorper 600 er-
streckt. In diesem Fall kann in einem nachfolgenden BRearbei-
tungsschritt eine weitere Metallisierung an der Rickseite 302
des Via-Chips 300 oder an dem die Rickseite 302 des Via-Chips
300 bedeckenden zweiten Folienabschnitt 550 angeordnet wer-
den, um den Via-Chip 300 an der Rickseite 602 des Formkdrpers
600 elektrisch zu kontaktieren. AulBerdem kann in diesem Fall
in einem weiteren nachfolgenden Bearbeitungsschritt, der un-
ten beispielhaft anhand der Figuren 18 bis 24 erlautert wer-
den wird, an der Vorderseite 601 des Formkdrpers 600 eine
elektrisch leitende Verbindung zwischen einer an der Vorder-
seite 101 des optoelektronischen Halbleiterchips 100 angeord-

neten vorderseitigen Kontaktfldche 110 und der Vorderseite
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301 des Via-Chips 300 hergestellt werden. Dadurch wird es er-
moéglicht, sowohl die rilickseitige Kontaktfldche 120 als auch
die vorderseitige Kontaktfladche 110 des optoelektronischen
Halbleiterchips 100 an der Riickseite 602 des Formkorpers 600

zu kontaktieren.

Falls der Via-Chip 300 ein nichtleitendes Material aufweist,
so bildet ein zwischen dem Via-Chip und dem Material des
Formk&érpers 600 eingeschlossener Teil des zweiten Folienab-
schnitts 550 den elektrisch leitenden Durchkontakt 310, der
sich zwischen der Vorderseite 601 und der Rickseite 602 durch
den Formkérper 600 erstreckt. In diesem Fall verbleibt der
die Rlckseite 302 des Via-Chips 300 bedeckende Teil des zwei-
ten Folienabschnitts 550 zweckmadBigerweise an der Riickseite
302 des Via-Chips 300. Zusatzlich kann auch in diesem Fall
eine Metallisierung im Bereich der Rickseite 302 des Via-
Chips 300 vorgesehen werden. Ferner wird in diesem Fall an
der Vorderseite 601 des Formkdrpers 600 eine elektrisch lei-
tende Verbindung zwischen der vorderseitigen Kontaktflache
110 des optoelektronischen Halbleiterchips 100 und dem zwei-
ten Folienabschnitt 550 angelegt, um eine elektrisch leitende
Verbindung zwischen der im Bereich der Rickseite 302 des Via-
Chips 300 angeordneten Metallisierung und der vorderseitigen
Kontaktflache 110 des optoelektronischen Halbleiterchips 100

zu schaffen.

Die Riickseite 202 des Schutzchips 200 ist iUber den elektrisch
leitenden ersten Folienabschnitt 540 der reflektierenden Fo-
lie 500 elektrisch leitend mit der an der Rickseite 102 des
optoelektronischen Halbleiterchips 100 angeordneten riicksei-
tigen Kontaktfldche 120 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 100 verbunden. Die Vorderseite 201 des Schutzchips 200
wird Uber eine weitere elektrisch leitende Verbindung an der
Vorderseite 601 des Formkorpers 600 mit der an der Vordersei-
te 101 des optoelektronischen Halbleiterchips 100 angeordne-
ten vorderseitigen Kontaktflache 110 des optoelektronischen
Halbleiterchips 100 und/oder mit dem Durchkontakt 310 verbun-
den. Dann ist der Schutzchip 200 dem optoelektronischen Halb-
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leiterchip 100 elektrisch parallelgeschaltet und kann den
optoelektronischen Halbleiterchip 100 vor einer Beschadigung

durch elektrostatische Entladungen schiitzen.

Die weitere BRearbeitung erfolgt bei dem anhand der Figuren 9
bis 12 dargestellten Verfahren wie bei dem anhand der Figuren

1 bis 8 erlauterten Verfahren.

Fig. 13 zeigt eine Aufsicht auf einen Teil der QOberseite 401
des Tragers 400 mit der darauf angeordneten Folie 440. Wie in
der Darstellung der Fig. 9 weist die Oberseite 401 erhabene
Bereiche 410, die erhabenen Bereiche 410 umgrenzende vertief-
te Bereiche 420 und die vertieften Bereiche 420 umgebende Au-
Benbereiche 425 auf. Die optoelektronischen Halbleiterchips
100 sind Uber den erhabenen Rereichen 410 der Oberseite 401
des Tragers 400 angeordnet. Die Schutzchips 200 sind iiber den
AulBenbereichen 425 angeordnet. Via-Chips 300 sind in der Dar-

stellung der Fig. 13 nicht vorhanden.

Fig. 14 zeigt eine schematische Aufsicht auf die Rlckseite

502 der reflektierenden Folie 500, nachdem die reflektierende
Folie 500 in einem der Darstellung der Fig. 13 zeitlich nach-
folgenden Bearbeitungsschritt oberhalb der optoelektronischen
Halbleiterchips 100 und der Schutzchips 200 angeordnet worden

ist.

Die reflektierende Folie 500 weist wieder elektrisch leitende
erste Folienabschnitte 540 und elektrisch leitende zweite Fo-
lienabschnitte 550 auf, die gegen die ersten Folienabschnitte
540 isoliert sind. AuRerdem weist die reflektierende Folie

500 wieder Offnungen 560 auf, die jeweils zwischen einem ers-
ten Folienabschnitt 540 und einem zweiten Folienabschnitt 550

angeordnet sind, allerdings auch entfallen konnen.
Jeder elektrisch leitende erste Folienabschnitt 540 steht mit

der Rickseite 102 und der an der Rluckseite 102 angeordneten

rickseitigen Kontaktfldache 120 eines optoelektronischen Halb-
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leiterchips 100 und mit der Rickseite 202 eines Schutzchips
200 in Kontakt.

Die zweiten Folienabschnitte 550 erstrecken sich in dem in
Fig. 14 gezeigten Beispiel jeweils durch die reflektierende
Folie 500, sind also sowohl an der Vorderseite 501 als auch
an der Rickseite 502 der reflektierenden Folie 500 zugang-
lich. Zusatzlich weisen die zweiten Folienabschnitte 550 an
der Vorderseite 501 der reflektierenden Folie 500 jeweils ei-
ne Via-Struktur 320 mit einer lber die Vorderseite 501 der
reflektierenden Folie 500 erhabene Dicke auf. Die Via-
Strukturen 320 an der Vorderseite 501 der reflektierenden Fo-
lie 500 konnen beispielsweise als Hocker (bumps) oder Pfosten

(pillars) ausgebildet sein.

Fig. 15 zeigt eine schematische Aufsicht auf die Vorderseite
601 des Formkdrpers 600 mit der daran angeordneten reflektie-
renden Folie 500, nachdem der Formkdrper 600 in der Darstel-
lung der Fig. 14 zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsschritten

ausgebildet und von dem Trager 400 abgeldst worden ist.

Wie in der Darstellung der Fig. 11 sind die Vorderseiten 101
der optoelektronischen Halbleiterchips 100 und die Vordersei-
ten 201 der Schutzchips 200 nicht durch das Material des
Formkorpers 600 bedeckt, sondern liegen an der Vorderseite
601 des Formkérpers 600 frei. Durch die Offnungen 560 der re-
flektierenden Folie 500 ist wahrend des Ausbildens des Form-
korpers 600 ein Teil des Materials des Formkorpers 600 ge-
langt und hat dadurch Verankerungen 620 gebildet, die die re-

flektierende Folie 500 an dem Formkdrper 600 verankern.

Fig. 16 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
eines Teils des Formkdrpers 600, wobei sich der Schnitt durch
einen der optoelektronischen Halbleiterchips 100 und den dem
optoelektronischen Halbleiterchip 100 zugeordneten zweiten
Folienabschnitt 550 erstreckt. Fig. 17 zeigt eine weitere ge-
schnittene Seitenansicht eines Teils des Formkdrpers 600, wo-

bei sich der Schnitt durch den optoelektronischen Halbleiter-
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chip 100 und den dem optoelektronischen Halbleiterchip 100

zugeordneten Schutzchip 200 erstreckt.

Fig. 16 zeigt, dass sich die Via-Struktur 320 des zweiten Fo-
lienabschnitts 550 von der Vorderseite 601 bis zur Rlckseite
602 des Formkdorpers 600 durch den Formkdrper 600 erstreckt
und dadurch einen elektrisch leitenden Durchkontakt 310 bil-
det. In einem nachfolgenden Bearbeitungsschritt kann an der
Vorderseite 601 des Formkdrpers 600 eine elektrisch leitende
Verbindung zwischen der an der Vorderseite 101 des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 100 angeordneten vorderseitigen
Kontaktfldache 110 des optoelektronischen Halbleiterchips 100
und dem Durchkontakt 310 angelegt werden. Die Kontaktierung
der rilickseitigen Kontaktfldche 120 des optoelektronischen
Halbleiterchips 100 kann wie bei dem in Fig. 12 gezeigten

Beispiel erfolgen.

Fig. 17 zeigt, dass die riickseitige Kontaktflidche 120 des
optoelektronischen Halbleiterchips 100 iber den ersten Foli-
enabschnitt 540 der reflektierenden Folie 500 elektrisch lei-
tend mit der Riickseite 202 des Schutzchips 200 verbunden ist.
Wie im Beispiel der Fig. 12 kann in einem nachfolgenden Bear-
beitungsschritt eine weitere elektrisch leitende Verbindung
zwischen der vorderseitigen Kontaktfldche 110 des optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 100 und der Vorderseite 201 des
Schutzchips 200 geschaffen werden, um den Schutzchip 200 dem
optoelektronischen Halbleiterchip 100 elektrisch parallelzu-

schalten.

Fig. 18 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Tragers 400 gemal einer weiteren Ausfihrungsform des Ver-
fahrens. Im Unterschied zur Darstellung der Fig. 1 weist die
Oberseite 401 des Tréagers 400 in der Darstellung der Fig. 18
zusdtzlich zu den erhabenen Bereichen 410 und den die erhabe-
nen Bereiche 410 ringfdormig umschlieBenden vertieften Berei-
chen 420 weitere erhabene Bereiche 430 auf. Dabei ist jeder
vertiefte Bereich 420 zwischen einem erhabenen Bereich 410

und einem weiteren erhabenen Rereich 430 angeordnet. Die wei-
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teren erhabenen Rereiche 430 iiberragen die erhabenen Bereiche
410. Der HOhenunterschied zwischen den weiteren erhabenen Re-
reichen 430 und den erhabenen Bereichen 410 entspricht dabei
der Dicke der optoelektronischen Halbleiterchips 100. Dadurch
liegen die Rickseiten 102 der iiber den erhabenen Bereichen
410 der Oberseite 401 des Tragers 400 angeordneten optoelekt-
ronischen Halbleiterchips 100 etwa in einer gemeinsamen Ebene

mit den weiteren erhabenen Bereichen 430.

Fig. 19 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Tragers 400 in einem der Darstellung der Fig. 18 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.

Die reflektierende Folie 500 ist iUber den Rickseiten 102 der
optoelektronischen Halbleiterchips 100 und iiber den weiteren
erhabenen Bereichen 430 des Tragers 400 angeordnet worden.
Die Vorderseite 501 der reflektierenden Folie 500 liegt dabei
sowohl an den Riickseiten 102 der optoelektronischen Halb-
leiterchips 100 als auch an der Folie 440 Uber den weiteren

erhabenen Bereichen 430 der Oberseite 401 des Tragers 400 an.

Die reflektierende Folie 500 ist wiederum in elektrisch lei-
tende erste Folienabschnitte 540 und elektrisch leitende
zweite Folienabschnitte 550 unterteilt, die gegen die ersten
Folienabschnitte 540 elektrisch isoliert sind. Dabei liegt
jeweils ein erster Folienabschnitt 540 an der Rickseite 102
eines optoelektronischen Halbleiterchips 100 an, wdhrend der
zugehdrige zweite Folienabschnitt 550 liber dem dem jeweiligen
optoelektronischen Halbleiterchip 100 zugeordneten weiteren
erhabenen Bereich 430 der Oberseite 401 des Tragers 400 ange-

ordnet ist.

Fig. 20 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Tragers 400 in einem der Darstellung der Fig. 19 zeitlich

nachfolgenden Bearbeitungsstand.

An der von den optoelektronischen Halbleiterchips 100 abge-

wandten Ruckseite 502 der reflektierenden Folie 500 ist der
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Formkdrper 600 ausgebildet worden. Wiederum ist der Formkdor-
per 600 so ausgebildet worden, dass seine Vorderseite 601 die

Oberseite 401 des Tréadgers 400 zumindest teilweise abformt.

Fig. 21 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Formkorpers 600 nach dem Ablosen des Formkorpers 600, der
reflektierenden Folie 500 und der optoelektronischen Halb-

leiterchips 100 von der Oberseite 401 des Tragers 400.

Fig. 22 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Formkérpers 600 in einem der Darstellung der Fig. 21

zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand.

An der Rickseite 602 des Formkorpers 600 ist ein Teil des Ma-
terials des Formkdrpers 600 entfernt worden, sodass nun bei
jedem optoelektronischen Halbleiterchip 100 der an der Rick-
seite 102 angeordnete erste Folienabschnitt 540 der reflek-

tierenden Folie 500 freiliegt.

AuBerdem wurden an der Riickseite 602 des Formkdrpers 600 die
wahrend der Ausbildung des Formkdrpers 600 lber den weiteren
erhabenen Bereichen 430 der Oberseite 401 des Tragers 400 an-
geordneten zweiten Folienabschnitte 550 freigelegt. Dadurch
bilden die zweiten Folienabschnitte 550 nun Durchkontakte
310, die sich wvon der Vorderseite 601 des Formkdrpers 600 bis
zur Rickseite 602 des Formkdrpers 600 durch den Formkérper

600 erstrecken.

In weiteren Bearbeitungsschritten wurden an der Vorderseite
601 des Formkdorpers 600 pro optoelektronischem Halbleiterchip
100 je eine elektrisch leitende Verbindung 730 angelegt, die
die an der Vorderseite 101 des jeweiligen optoelektronischen
Halbleiterchips 100 angeordnete vorderseitige Kontaktflédche
110 des optoelektronischen Halbleiterchips 100 mit dem durch
den jeweils zugeordneten zweiten Folienabschnitt 550 der re-
flektierenden Folie 500 gebildeten Durchkontakt 310 verbin-
den. Zum Anlegen der elektrisch leitenden Verbindungen 730

wurde jeweils zunachst ein Dielektrikum 720 Uber dem Randbe-
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reich der Vorderseite 101 des optoelektronischen Halbleiter-
chips 100 und einem Teil des jeweiligen ersten Folienab-
schnitts 540 angeordnet. AnschlieBend wurde die elektrisch
leitende Verbindung 730 angelegt, die sich jeweils von der
vorderseitigen Kontaktfldche 110 an der Vorderseite 101 des
jeweiligen optoelektronischen Halbleiterchips 100 iber das
Dielektrikum 720 zu dem zugeordneten zweiten Folienabschnitt
550 an der Vorderseite 601 des Formkdrpers 600 erstreckt. Das
Dielektrikum 720 dient jeweils dazu, die elektrisch leitende
Verbindung 730 elektrisch gegen den mit der riickseitigen Kon-
taktfldche 120 des optoelektronischen Halbleiterchips 100

verbundenen ersten Folienabschnitt 540 zu isolieren.

Fig. 23 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Formkérpers 600 in einem der Darstellung der Fig. 22
zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand. Uber den Vordersei-
ten 101 der optoelektronischen Halbleiterchips 100 ist das

wellenlangenkonvertierende Material 710 angeordnet worden.

Fig. 24 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht
des Formkorpers 600 in einem der Darstellung der Fig. 23
zeitlich nachfolgenden Bearbeitungsstand. Durch Zerteilen des
Formkérpers 600 sind mehrere optoelektronische Bauelemente 10

gebildet worden.

In einer weiteren Ausfihrungsform des Verfahrens itberragen
die weiteren erhabenen Bereiche 430 des Tragers 400 die erha-
benen Bereiche 410 des Tragers 400, abweichend von der Dar-
stellung der Fig. 18, derart, dass der Hbhenunterschied zwi-
schen den weiteren erhabenen Bereichen 430 und den erhabenen
Bereichen 410 groRer als die Dicke der optoelektronischen
Halbleiterchips 100 ist. Bei dieser Ausfiihrungsform wird spa-
ter, abweichend von der Darstellung der Fig. 22, an der Rick-
seite 602 des Formkorpers 600 ein Teil des Materials des
Formkorpers 600 derart entfernt, dass zwar die wahrend der
Ausbildung des Formkorpers 600 tiber den weiteren erhabenen
Bereichen 430 der Oberseite 401 des Tragers 400 angeordneten

zweiten Folienabschnitte 550 freigelegt werden, die an den
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Rickseiten 102 der optoelektronischen Halbleiterchips 100 an-
geordneten ersten Folienabschnitte 540 der reflektierenden
Folie 500 aber durch das Material des Formkdrpers 600 bedeckt
bleiben. Die elektrische Kontaktierung der rickseitigen Kon-
taktfldchen 120 des optoelektronischen Halbleiterchips 100
erfolgt dann bei den fertigen optoelektronischen Bauelementen
10 tiber die elektrisch mit den rickseitigen Kontaktfldchen
120 der optoelektronischen Halbleiterchips 100 verbundenen

ersten Folienabschnitte 540.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.

32



10

15

20

25

30

35

WO 2016/162373

10

100
101
102
110
120

200
201
202

300
301
302
310
320

400
401
410
420
425
430
440
450

500
501
502
510
520
530
540
550
560

BEZUGSZEICHENLISTE

optoelektronisches Bauelement

optoelektronischer Halbleiterchip
Vorderseite

Rickseite

vorderseitige Kontaktflache

rickseitige Kontaktflache

Schutzchip
Vorderseite

Rickseite

Via-Chip
Vorderseite
Rickseite
Durchkontakt
Via-Struktur

Trager

Oberseite

erhabener Rereich
vertiefter Bereich
Aulenbereich

weiterer erhabener Rereich
Folie

Offnung

reflektierende Folie

Vorderseite

Rickseite

anliegender Folienabschnitt
zwischenliegender Folienabschnitt
eingeschlossener Folienabschnitt
erster Folienabschnitt

zwelter Folienabschnitt

Offnung
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600 Formkdrper

601 Vorderseite

602 Rickseite

610 Reflektor

620 Verankerung

700 Metallisierung

710 wellenlangenkonvertierendes Material
720 Dielektrikum

730 elektrisch leitende Verbindung
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronisches Bauelement (10)

mit einem optoelektronischen Halbleiterchip (100), der
zumindest teilweise durch einen Formkdrper (600) umformt
ist,

wobei eine Vorderseite (601) des Formkérpers (600) zumin-
dest abschnittsweise durch eine reflektierende Folie
(500) bedeckt ist,

wobei ein Abschnitt (530) der reflektierenden Folie (500)
zwischen dem optoelektronischen Halbleiterchip (100) und

dem Formkérper (600) eingeschlossen ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 1,
wobei der Formkdrper (600) an seiner Vorderseite (601)
einen Reflektor (610) bildet, der iUber eine Vorderseite
(101) des optoelektronischen Halbleiterchips (100) erha-
ben ist,

wobei der Reflektor (610) zumindest abschnittsweise durch
die reflektierende Folie (500) bedeckt ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei eine Vorderseite (101) und eine Rickseite (102) des
optoelektronischen Halbleiterchips (100) nicht durch den
Formk&érper (600) bedeckt sind.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der Formkdrper (600) einen elektrisch leitenden
Durchkontakt (310) aufweist, der sich von der Vorderseite
(601) zu einer Riickseite (602) des Formkdrpers (600) er-
streckt,

wobei eine elektrisch leitende Verbindung (730) zwischen
einer an einer Vorderseite (101) des optoelektronischen
Halbleiterchips (100) angeordneten elektrischen Kontakt-
flédche (110) des optoelektronischen Halbleiterchips (100)
und dem elektrisch leitenden Durchkontakt (310) besteht.
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5. Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen Bauele-
ments (10)
mit den folgenden Schritten:
- Bereitstellen eines Tragers (400) mit einer Oberseite
(401), die einen erhabenen (410) und einen vertieften Be-
reich (420) aufweist;
- Anordnen eines optoelektronischen Halbleiterchips (100)
zwischen dem erhabenen Bereich (410) der Oberseite (401)
des Tragers (400) und einer reflektierenden Folie (500),
wobei eine Vorderseite (101) des optoelektronischen Halb-
leiterchips (100) dem Trager (400) und eine Rickseite
(102) des optoelektronischen Halbleiterchips (100) der
reflektierenden Folie (500) zugewandt werden;
- Ausbilden eines Formkorpers (600) an einer von dem
optoelektronischen Halbleiterchip (100) abgewandten Rick-
seite (502) der reflektierenden Folie (500), wobei der
optoelektronische Halbleiterchip (100) zumindest teilwei-
se durch den Formkdérper (600) umformt wird, wobei ein Ab-
schnitt (530) der reflektierenden Folie (500) zwischen
dem optoelektronischen Halbleiterchip (100) und dem Form-
kérper (600) eingeschlossen wird;
- Abldsen des Formkorpers (600), der reflektierenden Fo-
lie (500) und des optoelektronischen Halbleiterchips
(100) wvon der Oberseite (401) des Tragers (400), wobei
zumindest ein Teil der reflektierenden Folie (500) an ei-

ner Vorderseite (601) des Formkdrpers (600) verbleibt.

6. Verfahren gemall Anspruch 5,
wobei der Formkdorper (600) so ausgebildet wird, dass die
Vorderseite (601) des Formkdrpers (600) die Oberseite

(401) des Tragers (400) zumindest teilweise abformt.

7. Verfahren gemdB einem der Anspriiche 5 und 6,
wobei der Formkdorper (600) so ausgebildet wird, dass die
Vorderseite (101) des optoelektronischen Halbleiterchips
(100) nicht durch das Material des Formkorpers (600) be-
deckt wird.
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Verfahren gemal einem der Anspriiche 5 bis 7,

wobei die reflektierende Folie (500) vor dem Ausbilden
des Formkérpers (600) stoffschlissig mit der Rickseite
(102) des optoelektronischen Halbleiterchips (100) ver-

bunden wird.

Verfahren gemal einem der Anspriiche 5 bis 8,

wobel der Triger (400) mindestens eine Offnung (450) auf-
weist, durch die die reflektierende Folie (500) vor dem
Ausbilden des Formkorpers (600) an die Oberseite (401)

des Tragers (400) angesaugt wird.

.Verfahren gemall einem der Anspriiche 5 bis 9,

wobel die reflektierende Folie (500) mindestens eine Off-
nung (560) aufweist,

wobei wahrend des Ausbildens des Formkorpers (600) ein
Teil des Materials des Formkdrpers (600) durch die Off-
nung (560) der reflektierenden Folie (500) gelangt.

.Verfahren gemall einem der Anspriiche 5 bis 10,

wobei das Verfahren den folgenden weiteren Schritt um-
fasst:

- Anordnen eines wellenlangenkonvertierenden Materials
(710) Uber der Vorderseite (101) des optoelektronischen
Halbleiterchips (100).

.Verfahren gemall einem der Anspriiche 5 bis 11,

wobeili die reflektierende Folie (500) einen elektrisch
leitenden ersten Folienabschnitt (540) und einen gegen
den ersten Folienabschnitt (540) isolierten elektrisch

leitenden zweiten Folienabschnitt (550) aufweist.

.Verfahren gemdl Anspruch 12,

wobeili an der Rickseite (502) des zweiten Folienabschnitts
(550) der reflektierenden Folie (500) ein elektrisch lei-
tendes Element (320) angeordnet ist,

wobei der Formkdrper (600) so ausgebildet wird, dass das
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elektrisch leitende Element (320) nach dem Ausbilden des
Formk&érpers (600) an einer Rickseite (602) des Formkor-
pers (600) zuganglich ist,

wobei nach dem Abldsen von dem Trager (400) der folgende
Schritt durchgefihrt wird:

- Anlegen einer elektrisch leitenden Verbindung (730)
zwischen einer an der Vorderseite (101) des optoelektro-
nischen Halbleiterchips (100) angeordneten elektrischen
Kontaktflache (110) des optoelektronischen Halbleiter-
chips (100) und dem elektrisch leitenden Element (320).

.Verfahren gemdl Anspruch 12,

wobei ein elektrisch leitender Via-Chip (300) zwischen
der Oberseite (401) des Tragers (400) und dem zweiten Fo-
lienabschnitt (550) der reflektierenden Folie (500) ange-
ordnet und durch den Formkérper (600) umformt wird,

wobei nach dem Abldsen von dem Trager (400) der folgende
Schritt durchgefihrt wird:

- Anlegen einer elektrisch leitenden Verbindung (730)
zwischen einer an der Vorderseite (101) des optoelektro-
nischen Halbleiterchips (100) angeordneten elektrischen
Kontaktflache (110) des optoelektronischen Halbleiter-
chips (100) und dem Via-Chip (300).

.Verfahren gemdl Anspruch 12,

wobei ein Via-Chip (300) zwischen der Oberseite (401) des
Tragers (400) und dem zweiten Folienabschnitt (550) der
reflektierenden Folie (500) angeordnet und durch den
Formkérper (600) umformt wird,

wobei ein Teil des zweiten Folienabschnitt (550) zwischen
dem Via-Chip (300) und dem Formkorper (600) eingeschlos-
sen wird,

wobei nach dem Abldsen von dem Trager (400) der folgende
Schritt durchgefihrt wird:

- Anlegen einer elektrisch leitenden Verbindung (730)
zwischen einer an der Vorderseite (101) des optoelektro-

nischen Halbleiterchips (100) angeordneten elektrischen
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Kontaktflache (110) des optoelektronischen Halbleiter-
chips (100) und dem zweiten Folienabschnitt (550).

Verfahren gemdl Anspruch 12,

wobei der Trager (400) mit einem weiteren erhabenen Be-
reich (430) bereitgestellt wird, wobei der vertiefte Be-
reich (420) zwischen dem erhabenen Bereich (410) und dem
weiteren erhabenen RBRereich (430) angeordnet ist,

wobei der erste Folienabschnitt (540) in Kontakt mit der
Riickseite (102) des optoelektronischen Halbleiterchips
(100) angeordnet wird und der zweite Folienabschnitt
(550) an dem weiteren erhabenen Bereich (430) anliegend
angeordnet wird,

wobei nach dem Abldsen von dem Trager (400) der folgende
Schritt durchgefihrt wird:

- Anlegen einer elektrisch leitenden Verbindung (730)
zwischen einer an der Vorderseite (101) des optoelektro-
nischen Halbleiterchips (100) angeordneten elektrischen
Kontaktflache (110) des optoelektronischen Halbleiter-
chips (100) und dem zweiten Folienabschnitt (550).

.Verfahren gemall einem der Anspriiche 5 bis 1o,

wobei das Verfahren die folgenden weiteren Schritte um-
fasst:

- Freilegen der Rickseite (102) des optoelektronischen
Halbleiterchips (100);

- Anordnen einer Metallisierung (700) an der Rickseite
(102) des optoelektronischen Halbleiterchips (100).

.Verfahren gemdl Anspruch 17,

wobei das Freilegen der Rickseite (102) des optoelektro-
nischen Halbleiterchips (100) ein Entfernen eines Teils
des Formkorpers (600) an einer Rickseite (602) des Form-

korpers (600) umfasst.
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